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元大觀點 

⧫  

2026 年 Semicon 延續以先進封測為中心的基調。異質整合將是補足差

距的關鍵，顯示先進封裝的地位從「後段製程」躍升為「系統整合」。 

⧫  

邏輯/記憶體/封裝皆加速朝 3D 堆疊發展，HPC 晶片供應鏈的協同設計

為 3DIC、FOPLP 發展趨勢，記憶體亦由 2.5D 朝向 3D 堆疊演進。 

⧫  
先進製程擴產推動耗材需求上升，有利廠務、特氣及製程耗材相關台廠

規格與內容價值升級。 

先進封裝為補足算力的關鍵，技術發展開始著重在 3D 堆疊 

2026 年 Semicon 延續 2025 年以先進封裝及測試為中心的基調。先進製程

方面，台積電維持 4 月技術論壇的製程藍圖，2029 年推出 A14 的升級版

A12/A13，先進封裝部分，單靠製程已難以突破摩爾定律下電晶體密度的提

升瓶頸，異質整合將是補足差距的關鍵，顯示先進封裝的地位從「後段製程」

躍升為「系統整合」。IC Forum 的其他講者除了展示其最先進製程技術外，

多數講者談論到的共同重點為邏輯、記憶體、封裝的 3D 堆疊，相關設備、

耗材廠皆推出相關技術或新產品，如電漿蝕刻設備、ALD 技術、CMP 等。 

HPC 晶片供應鏈的協同設計為 3DIC、FOPLP 發展趨勢 

FOPLP 技術論壇主要聚焦在圓型/方型面板製程轉換的製程瓶頸。未來增加

更多 die to die IO、HBM 容量、以及光引擎(OE)以提升資料中心硬體使用效

率的趨勢將持續驅動 AI/HPC 應用晶片尺寸放大。SoIC 透過堆疊能在有限的

封裝空間中增加運算單元密度、提升晶片內互聯 IO 密度、以及晶片內部傳

輸距離，大幅提升單位能量下能產生的算力。 

記憶體邁向 3D 堆疊為趨勢，NAND 於 AI 重要性亦漸提升 

在 AI Inference、Agentic AI 驅動下，系統硬體瓶頸由算力限制進一步演進

至記憶體頻寬、容量與數據傳輸能耗所構成的記憶體牆限制，推動業界決策

指標從傳統 TCO、最小化成本目標轉向 TVO(Total Value of Ownership)、

關注 Tokens/$、Tokens/W 的策略性投資趨勢。為跨越記憶體牆瓶頸，產業

正加速由目前 HBM 採用的中介層傳統 2.5D 封裝邁向 3D 垂直堆疊架構。 

製程節點逐步提升下，推動台灣耗材廠內容價值上升 

儘管晶圓前段設備主要集中在日美領導業者，但在製程節點逐步提升下，台

灣耗材與設備廠商將有所受惠：1) 先進光阻與前段材料：新應材(4749 TT；

買進)；2) CCL 與先進封裝材料：昱鐳應材(7932 TT；未評等)；3) 晶圓研磨

與切割特殊膠帶：新寶紘(未上市)；4) 石英布與高階封裝材料代理：崇越

(5434 TT；買進)；5) 特殊氣體與先進封裝設備：帆宣(6196 TT；買進)。 

報告內文個股資訊 

產業 公司 代碼 評等 目標價 

晶圓代工 台積電 2330 TT 買進 3,300 

OSAT 日月光投控 3711 TT 買進 700 

半導體設

備與耗材 

致茂 2360 TT 買進 2,400 

鴻勁 7769 TT 買進 8,000 

旺矽 6223 TT 買進 7,300 

穎崴 6515 TT 買進 11,000 

精測 6510 TT 買進 3,000 

崇越 5434 TT 買進 650 

帆宣 6196 TT 買進 650 

新應材 4749 TT 買進 1,085 
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先進封裝為補足算力的關鍵，製程及封裝技術發展開始著重 3D 堆疊 

2026 年 Semicon 延續 2025 年以先進封裝及測試為中心的基調。先進製程方面，台積電維持 4 月

技術論壇的製程藍圖，2029 年推出 A14 的升級版 A12/A13，其中 A12 為搭配晶背供電的版本。先

進封裝部分，台積電在 Semicon 的 IC Forum 中提到單靠製程已難以突破摩爾定律下電晶體密度的

提升瓶頸，異質整合將是補足差距的關鍵，先進封裝的地位從「後段製程」躍升為「系統整合」。 

圖 1：台積電先進製程路線圖推進到 2029 年 A12/A13 

 

資料來源：公司資料、元大投顧 

IC Forum 的其他講者除了展示其最先進製程技術外，多數講者談論到的共同重點為邏輯、記憶體、

封裝的 3D 堆疊。在製程微縮方面，ASM 提出 Logic 3D GAA 與 Memory 3D 6F²等先進技術，以因

應封裝架構需要額外增加 ALD 與 CVD 薄膜層數，可在晶圓上數兆個高深寬比(HAR)結構中均勻沉

積 1nm 的 ALD 薄膜；Lam Research 推出 4F2/3D DRAM 及 CFET 3D 蝕刻設備 Akara，採用電漿

蝕刻技術形成複雜的 3D 結構，以達到更高深寬比。 

圖 2：ASM 推出新一代 ALD 技術 

 

資料來源：公司資料、元大投顧 
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HPC 晶片供應鏈的協同設計為 3DIC、FOPLP 發展趨勢 

此次面板級封裝在 Semicon FOPLP 技術論壇主要聚焦在圓型/方型面板製程轉換的製程瓶頸。未來

增加更多 die to die IO、HBM 容量、以及光引擎(OE) 以提升資料中心硬體使用效率的趨勢將持續

驅動 AI/HPC 應用晶片尺寸放大。然目前面板級封裝技術仍面臨 4 大瓶頸，包含 1) 方型材料的塗

佈均一性、2) 長短邊造成的邊緣應力崩裂、3) 翹曲造成的製程誤差、4) 大尺寸面板與異質整合的

製程精度控制；同時客戶新產品的 NPI 時間縮短至 8-9 個月，將持續推進設備商以及封裝製程廠商

加速發展 PLP 技術。此次論壇，OSAT 廠商也各自提出製程優化的方案，其中力成主要透過增加

站點間的 AOI 以及材料挑選，而日月光則提出利用優化後的狹縫式塗佈以及雷射顯影的方式提升大

面積製程的量率。目前面板級封裝量產產線已進入 mini line 提升量產前良率階段，預期 2H27 量產

設備規格將確定並在 1H28 大量出貨，產品大量產出則預計在 2H28-1H29 實現。 

3DIC 大會專注在提供更多封裝產業準則並且呼籲 3DIC 上下游供應鏈合作，以維持高階封裝製程

的良率，幫助客戶實現 AI/HPC 產品規格升級的快速迭代。SoIC 透過堆疊能在有限的封裝空間中

增加運算單元密度、提升晶片內互聯 IO 密度、以及晶片內部傳輸距離，大幅提升單位能量下能產

生的算力。在封裝段晶圓廠也能透過挑選、鍵合不同等級的晶片提升最終晶片的品質穩定性以及產

出率。雖然 3DIC 連接處的散熱以及晶片垂直堆疊在大尺寸晶片上的製程精度仍是一大挑戰，但隨

著更穩定的 CMP、更多的 AOI 站點、以及鍵合前的表面處理。目前第二代的 SoIC 技術已較第一

代大幅縮短 75%的量產前準備時間且 6μm 鍵合密度的量產產率已經提升至>98%的水平。3DIC 聯

盟也預計在未來 3 年透過 3 大面向持續提升封裝製程的演進速度以及良率，其中包含 1)對現有先進

封裝設備供應商的自動化系統進行標準化、2) 與上下游供應商在前期共同研發新材料與設備並設定

驗證準則、3) 提供統一的檢量測標準，以利未來檢量測設備的大規模量產及部屬。客戶方面 AMD

因 SoIC 在運算效能、節能、以及晶片一致性的優勢下已在 2024 年開始運用在 MI 系列 GPU 產品

以及未來的 Server CPU 產品，預期未來在 NV GPU/TPU 下一代產品也將導入 SoIC 製程。 
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先進封裝複雜度提升持續帶動測試設備與耗材需求成長 

旺矽 

旺矽此次延續去年展出矽光子測試機台的規格，目前 Insertion 2 仍在驗證階段中，Insertion 3 則在

4Q26 開始陸續出貨實驗機予多個終端客戶。目前 Insertion1/2/3 機台的共同難點仍在長時間測試

的機台震動控制，業界主流解決方案為透過廠房防震設計、機台重量分配設計、以及氣動元件進行

被動防震。主動防震則透過旺矽自研的自動化平台以及六軸對位模組完成。預期 Insertion 3 因 OE

在不同製程階段的 IO 密度不同因此將同時並存採 probe card 的 Die level 以及 socket 的 Package 

level 方案。目前 Insertion 2/3 主要競爭對手為 Ficontec 以及致茂。 

精測 

精測此次展出新產品包括 45000 針的 2 Die MEMS 探針卡以及 Burn in Board。其中預燒爐主要合

作廠商亦展出新一代液冷預燒爐設備，目前在兩大客戶的挹注下，設備 lead time 已延長至一年，

因此正在規劃亞洲區的產能擴充。預期精測 BIB 業務將隨合作廠商高階設備出貨在 2027 年迎來高

速成長，達營收約 20%。同時，有機會斬獲車用客戶外另一 ASIC 設計服務客戶的整卡訂單，有利

公司維持在 50-55%GM 指引區間的中上緣。 

穎崴 

穎崴此次展出下一世代 hyper socket 產品仍主要鎖定超過 100*100mm^2 的大尺寸晶片應用。此外，

公司也首次展出運用於主要客戶 AI 周邊晶片的探針卡。目前預估公司在既有台係 ASIC 客戶以及主

要 GPU 客戶的份額在產能持續提升下仍能維持穩定，韓國對手主要市場則落在北美 ASIC/CPU 供

應商以及部分的 GPU 客戶。探針卡業務方面在導入更多自動化設備以及學習曲線提升下，預計亦

將能回到主要供應商地位。 

圖 3：穎崴 HyperSocket 內部結構 圖 4：穎崴有完整測試座產品線 

 

 

資料來源：公司資料、元大投顧 資料來源：公司資料、元大投顧 
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鴻勁 

鴻勁此次展出大尺寸機台，較既有設備的升級主要發生在晶片進出機台的準備區域設計以及軌道的

設計。預期隨大尺寸晶片在 2028 年大量推出，OSAT 提升大尺寸機台的購買比例下，將成為公司

未來兩年出貨產品規格升級的主要動能。此外公司亦在展場公佈 CPO 機台目前的技術規格，其中

現階段 insertion 4 光電同測的機台在 FAU 設計以及機台對位技術的提升下，單面 FAU 被動對位的

時間已降低至<10 秒。預期在單位時間產出已大幅提升下，將有利於公司 4Q26 通過客戶驗證並取

得量產訂單。 

圖 5：鴻勁大尺寸機台 圖 6：鴻勁 CPO 測試解決方案 

 

 

資料來源：公司資料、元大投顧 資料來源：公司資料、元大投顧 

致茂 

致茂此次展出公司主要產品之一 SLT 的縮小版模型，其機台架構主要由上下料平台/待測物移動手

臂/測試櫃/機台控制模組組成。公司認為其 SLT 設備的核心優勢仍主要集中在長時間測試的溫度控

制系統以及機台韌體的設計。預期在更多 AI 周邊晶片如 CPU、LPU、以及共同封裝的網通晶片將

成為複雜資料中心的重要角色下將會帶動更多 GPU/ASIC 外的 SLT 測試需求。 

萬潤 

萬潤此次展出結合公司點膠控制、對位軟硬體技術、AOI 檢測、以及光學測試設備能力的 CPO 耦

合機台。FAU 耦合流程為 1) FAU 的進料 AOI 外觀檢查、2) 篩選好的 FAU 並放置在 Chuck 上 、3) 

把 FAU 夾取到晶片上的 oe 或是單顆 oe die 上用六軸對位模組做 insertion loss 檢測、4) 定位完成

後將 FAU 移回到點膠台點膠、5) 最後再到 oe 上定位點進行 FAU 貼合及 UV 固化。目前 FAU 在

Switch 晶片上的 OE 或是 OE Die 上的耦合流程差異不大，且因採用主動對位方案在耦合上仍需花

費一定時間完成並同時建置足夠的設備滿足客戶產出。公司機台的自動化系統能較好的與 OSAT 廠

商相容，相較於國外的廠商 ADST 以及 MRSI 仍具優勢。 
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記憶體由 2.5D 邁向 3D 堆疊為趨勢，NAND 於 AI 重要性亦漸提升  

本次 SEMICON 記憶體高峰論壇可見多家國際大廠皆強調在 AI Inference、Agentic AI 驅動下，系

統硬體瓶頸已由算力限制進一步演進至記憶體頻寬、容量與數據傳輸能耗所構成的記憶體牆限制，

推動業界決策指標從傳統的 TCO、最小化成本目標轉化為 TVO(Total Value of Ownership)、關注

Tokens/$、Tokens/W 的策略性投資趨勢。 

為跨越記憶體牆瓶頸，整體產業正加速由目前 HBM 採用的中介層傳統 2.5D 封裝邁向 3D 垂直堆疊

架構，如 Samsung 提出以 CUBE 策略(Capacity、Utilization、Bandwidth、Efficiency)推進 3D 架

構，相關產品如 zHBM 預計相較 HBM4E 每 GPU 效能提升 8 倍、每瓦效能提升 3 倍、熱阻降低

75-90%，以及如 zNAND-O 亦採 3D 堆疊架構，相關技術則如透過晶圓鍵合(WoW Bonding)、混合

銅鍵合(Hybrid Copper Bonding)顯著提高矽穿孔密度、降低熱阻，使每位元傳輸功耗驟降。 

此外，AI Inference 趨勢帶動 KV Cache 容量需求大幅增長、GPU HBM 容量有限下，NAND Flash

也從被動儲存升級為 AI Token 工廠中的重要角色，多家廠商著重說明如 high-IOPS SSDs、

HBF(Sandisk 將於 2027 年推出樣品)等相關 NAND 產品。整體而言，本次論壇強調 AI 趨勢下各階

層記憶體如 SRAM、HBM、DRAM、NAND Flash、CXL 的協同關係，顯示記憶體廠從單純零組件

供應商轉型為系統層級共同架構設計夥伴的必然趨勢。 

圖 7：2.5D vs. 3D DRAM 堆疊比較 圖 8：3D 堆疊發展趨勢 

 
 

資料來源：公司資料、元大投顧 資料來源：公司資料、元大投顧 

 

圖 9：AI SSD 發展趨勢 圖 10：AI 資料中心記憶體階層示意圖 

 
 

資料來源：公司資料、元大投顧 資料來源：公司資料、元大投顧 
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先進製程與高階封裝產能擴張，持續帶動廠務、特氣及製程耗材規格

升級與在地化  

新應材 

新應材(4749 TT；買進)本次展覽主要聚焦半導體前段材料自主化、先進光阻開發，以及透過轉投

資公司擴大先進封裝材料布局。公司表示目前逾 95%半導體材料營收來自前段製程，研發資源亦

以晶圓前段為核心，主要考量前段材料雖需 3–5 年開發及認證，但產品生命週期可長達 10–20 年

以上，相較先進封裝材料迭代速度較快，具有較佳研發資源投入效益。先進光阻部分，KrF 光阻已

於客戶端曝光機進行驗證，圖形規格已達客戶主要目標，惟部分細部參數仍待持續調整；ArF 光阻

亦已於客戶曝光設備完成實際曝光，單次曝光可形成約 60 奈米線寬，且目前觀察線型筆直、無圖

形倒塌及黏連等問題，顯示初步曝光結果符合客戶要求，後續仍須進一步完成製程參數與量產認證。

產能布局方面，公司持續擴充高雄基地，高雄二期預計 2Q-3Q27 進入客戶認證，原規劃約 2030

年達滿載，後續並規劃高雄三期，以支應先進製程材料持續放量需求。 

圖 11：新應材半導體先進製程布局 圖 12：新應材半導體先進製程布局 (續) 

 

 

資料來源：公司資料、元大投顧 資料來源：公司資料、元大投顧 

昱鐳應材 

昱鐳應材(7932 TT；未評等)，為新應材之轉投資，材料布局涵蓋 CCL、TGV、Wafer Sealing、

CPO、Underfill，目前以 CCL 為主要營收來源，新材料則持續進行客戶驗證，營運呈堆疊式逐漸

成長。1）CCL：M7–M8.5 以 PPO 系材料為主，目前主要供應台灣 CCL 龍頭廠，而 M9 以上有望

轉向碳氫樹脂，持續與客戶驗證開發中；2）TGV/Wafer Sealing：公司認為產品成熟度已高，主要

等待終端客戶導入，其中 TGV 單價顯著高於 CCL (以克計價)，而 Wafer Sealing 材料主要用於

Wafer-on-wafer 先進製程，可降低晶圓堆疊因 CTE 差異造成的裂片風險；3）CPO、Underfill：目

前仍處早期開發階段，需配合客戶製程進行客製化設計。公司展望 2027 年整體產能有望持續提升，

短中期 CCL 材料受惠於 AI 需求強勁帶動，中長期 TGV/CPO 等有望挹注營運動能。  
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圖 13：昱鐳產品 Pipeline 

 

資料來源：公司資料、元大投顧 

新寶紘 

新寶紘（未上市），為南寶、新應材、信紘科共同出資，公司承接膜立既有的半導體研磨膠帶

（BG Tape）與切割膠帶（Dicing Tape）技術，目前相關產品已量產，客戶包括台灣晶圓代工及

封測龍頭。產品包括：1）傳統膠帶：布局 UV 與非 UV 產品，主要推動在地化供應並取代日本供

應商；膠帶規格則依客戶需求調整，如 SoIC 先進封裝需要較厚、支撐性較高的膠帶，DRAM 等應

用則朝晶圓薄化發展；2）先進封裝材料：在新應材協助下，與主要晶圓製造及封測客戶共同開發

耐高溫、耐酸鹼、抗靜電及抗翹曲等特殊膠帶，另亦布局 Balance Film 等產品。產能方面，公司

目前於中壢設有量產產線，並規劃在南科設立研發實驗室、並將持續擴充膠帶產線，同時配合新應

材在嘉義及台南布局生產據點。 

崇越科技 

崇越科技（5434 TT；買進）在本次展會中，再次展現其於半導體廠務與材料供應鏈中的關鍵領先

地位。隨著先進製程及海外廠區持續擴建，晶圓廠對水與金屬離子嚴格控管的需求愈加明確。在廠

務工程方面，崇越已成功從傳統超純水系統延伸至高難度工程，目前機電與水處理業務雙軌並行，

目前已拿到國內龍頭廠商相關專案。 

在高速運算與網通材料領域，崇越今年首度大規模展示石英製程耗材與高速材料，特別是代理信越

化學的 Quartz Cloth（石英布），其具備低介電常數與極低耗損特性，在十頻率（10GHz）下 Dk 

為 3.4，Df 僅為 0.0003 至 0.0005。最新的產品驗證進度顯示，石英布在目前的 M9 世代為部分採

用，但預計在未來的 M10 世代將迎來全面性採用，幾乎四十層將全部導入。相較於競爭材料高頻

鐵氟龍（PTFE）因材質過軟、難以在多層板中固定而僅能應用於最中心的 core 層(上下兩層)，石

英布在多層板的其餘增層（Build-up 層）中具有無可替代的結構與電性優勢，顯著加速崇越切入高

速運算與網通產業材料領域。 

在先進封裝與次世代載板布局方面，崇越展示了多項前沿材料與技術。針對玻璃基板（TGV）在鑽

孔與填銅過程中極易產生微裂紋（micro crack）且電鍍走線極其困難的痛點，崇越推出了獨家代理
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的信越化學 SLK-F210 系列（如 SLK-F214）高階黏合膜片。該膜片具備優異的流動與黏合性，能

有效滲透並保護玻璃防止裂紋擴散，並大幅降低表面鍍銅難度，崇越同步展示了代理三菱材料的

600x600 mm KAKUGATA 矩形矽面板技術，其具備極致的表面粗糙度（Sa 小於 2nm）與超低厚

度偏差（2μm TTV），且翹曲僅有玻璃的三分之一，是高密度封裝理想的中介層（Interposer）替

代方案。此外，具備高強度與高透光度、能防止晶圓翹曲的方形與圓形藍寶石載板（Sapphire 

Carrier）亦已實現大量出貨，其中方形載板更獲得龍頭廠商大量採購。現場亦展示由 Mitsuboshi 

Belting 供應的 8 吋 TGV 填孔基板及陶瓷基板深孔電鍍填充技術，與 Creative Coatings 合作的低

溫電漿原子層沉積（ALD）設備，共同滿足 TGV 與高密度封裝的嚴苛需求。 

在光電與矽光子（CPO）領域，崇越取得日本 SCIVAX 奈米壓印（NIL）技術於台灣、中國與東南

亞的獨家代理權，徹底顛覆傳統光纖接線的繁瑣結構。此技術可直接於晶片上高精度壓印出微透鏡

陣列（micro-lens array）或折射率可調、透光度極佳的二維結構超透鏡 Metalens，使晶片能在極

小空間內一次性完成 150 至 200 顆光纖的高精度耦合對準，極大提升良率與電性表現。崇越在奈

米壓印領域建立了設備銷售、代工壓印服務與信越化學壓印材料供應的三位一體商業模式，目前已

成功向國內多家指標大廠送樣驗證。 

圖 14：崇越代理高階黏合膜片 圖 15：崇越代理三菱材料矩形矽面板技術 

 

 

資料來源：公司資料、元大投顧 資料來源：公司資料、元大投顧 

 

圖 16：崇越代理日本 SCIVAX 奈米壓印設備 圖 17：微透鏡陣列在 CPO 應用 

  

資料來源：公司資料、元大投顧 資料來源：公司資料、元大投顧 
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圖 18：崇越代理石英布 圖 19：崇越代理石英布性能 

 

 

資料來源：公司資料、元大投顧 資料來源：公司資料、元大投顧 

帆宣 

帆宣（6196 TT；買進）今年持續深化廠務工程與特種氣體佈局，海外高毛利項目（如日本熊本廠、

美光等）進展順利，帶動廠務與 C₄F₆、WF₆、CH₂F₂ 等關鍵蝕刻與清洗特殊氣體的營收穩健增長。

在設備與先進封裝端，帆宣今年展出重點轉向高階封裝與光電領域，特別展示了專為先進封裝設計

的 TCB（熱壓合）系統，該平台引進真空薄膜（Vacuμm Membrane）與真空輔助技術，能在低溫

下實現極佳的均壓與接合效果；同時，公司與 Dexerials 展開深度合作，共同搶攻 CPO（共同封裝

光學）與 Micro LED 等前沿市場，將帆宣的壓合設備與 Dexerials 的異向導電膠膜（ACF，包含應

用於微距端子連接的 Particle-Arrayed ACF 膜）進行軟硬體整合，為高速、多通道的光電系統（如 

ROSA）提供設備與材料的完整解決方案。此外，在無塵室自動化與代工設備領域，帆宣展示了自

主設計的無塵室天車（Cleanroom Cranes），主要用於吊裝如 EUV 等高精密半導體機台（每台天

車約可吊掛 1 至 2 台 EUV 機台），展現其為 ASML、AMAT 與 AiM 等全球半導體設備巨頭代工的

強大實力，目前設備代工營收成長目標 3 成，且訂單能見度至明後年，展望正向。  

圖 20：帆宣天車模型 圖 21：帆宣 TCB 壓合機台 

 

 

資料來源：公司資料、元大投顧 資料來源：公司資料、元大投顧 

 



 

請參閱末頁之免責宣言。 台灣：半導體 2026 年 9 月 3 日  第11頁，共12頁   

圖 22：異向導電膠膜 ACF 圖 23：Dexerials ACF 材料特性 

 

 

資料來源：公司資料、元大投顧 資料來源：公司資料、元大投顧 
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